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硅压阻式压力敏感芯片

1 范围

本标准规定了硅压阻式压力敏感芯片(以下简称敏感芯片)术语和定义、分类、基本参数、要求、试验

方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于硅压阻式压力敏感芯片。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191—2008 包装储运图示标志

GB/T2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T7665—2005 传感器通用术语

3 术语与定义

GB/T7665—2005界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
硅压阻式压力敏感芯片 siliconpiezoresistivepressure-sensitivechip
利用硅材料的压阻效应,将压力变化转换成电阻变化的压力敏感芯片。

3.2
绝缘介质隔离 dielectricisolation
用绝缘层(如氧化物)围绕着单片半导体敏感芯片中的元件,使该芯片中的一个或多个元件之间形

成电的隔离。(元件包含弹性膜片)

3.3
多余物 foreignmaterial
用压力为80kPa~100kPa细小气流吹不掉的异物。

3.4
钝化层 passivationlayer
直接在芯片表面上生长或淀积的氧化硅、氮化硅或其他绝缘材料。

4 分类

4.1 电隔离类型

按电隔离类型分为:
———P-N结隔离;
———绝缘介质隔离。
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